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(57) Abstract 

A process is disclosed for producing an IC-module that 
consists of a thin support element (4) upon which is mounted a 
semiconductor chip (2). This process also allows the use of IC- 
components (2) of especially large sizes (macrochips) and various 
types. The chip is injection moulded so that it has a minimum height 
without requiring further processing and may be economically 
surface-mounted. The module may be used both in flexible printed 
circuit cards (for example in photographic cameras) and in smart 
cards. In a first step of the process, at least one IC-component 
(2) is applied on the support element (4), in a second step the IC- 
component (2) is contacted with the support element (4) and in a 
third step an injection moulding material (18) is injection moulded 
around the IC-component (2) so as to envelop it. 

(57) Z 




Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines IC-Moduls 
beschrieben, das aus einem dOnnen Trfigerelement (4) und einem darauf montierten Halbleiter-Chip (2) besteht. Dieses Verfahren eriaubt auch 
die Verwendung von IC-Bausteinen (2) bescoders groBer Abmessungen (Makro-Chips) und groBer Typenvielf alt Der Chip-SpritzpreBprozefi 
ist so dabei ausgelegt, daB eine minim ale BauhOhe, ohne dafl eine Nacharbeitung erforderiich ist, erzielt werden kann und dadurch die 
kostengtmstige OberflacherimontieTung der Chips verwendet werden kann. Dieses erfindungsgemaB hergestellte Modul IflBt sich sowohl in 
flexiblen Schaltkreiskarten (Einsatz in z.B. Fotoapparaten) als auch in Chipkarten verwenden. Das ertindungsgemflBe Verfahren weist dabei 
einen ersten Schritt des Aufbringens des mindestens einen IC-Bausteins (2) auf das Trfigerelement (4), einen zweiten Schritt des Kontaktierens 
des mindestens einen IC-Bausteins (2) mit dem Trfigerelement (4) und einen dritten Schritt des Spritzpressens einer Spritzpressmasse (18) 
zur Ummantelung des IC-Bausteins (2) auf. 
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BESCHREIBUNG 

HERSTELLUNG EINES TRAGERELEMENTMODULS ZUM EINBAU IN 
CHIPKARTEN ODER ANDERE DATENTRAGERKARTEN 

Gebiet der Erfindunq 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines Tragerelementmoduls , bestehend aus einem 
Tragerelement und mindestens einem IC-Baustein (Chip) 
insbesondere mit groAen Abmessungen (Makro-Chips ) , das 
vorzugsweise fur den Einbau in Chipkarten Oder andere 
Datentragerkarten vorgesehen ist. 

Stand der Technik 

Die in jungster Zeit fur die Inf ormationsverarbeitung 
eingesetzten Chipkarten (z.B.: Multif unktionelle 
Chipkarten oder Telef onkarten) bestehen ublicherweise aus 
einem ein- oder mehrlagigen isolierten 

Tragerelementmodul , das z.B. in einer Aussparung eines 
Tragerlements oder drauf aufliegend den integrierten 
Halbleiter-Schaltkreis (Chip) trSgt. 

Die Verdrahtung des Chips mit den Au/lenkontakten kann 
gem&A der Lehre der Patentschrif t DE-C-3029667 iiber eine 
Kontaktierungs technik, dem sogenannten "wire bonding" , 
durchgef iihrt werden. Dazu werden die AnschluApunkte des 
Chips z.B. liber feine Golddrahte mit den Kontaktf lachen 
des Tragerelements verbunden. 

Aus dem United States Patent US-A-4,474 ,292 ist als 
Kontaktierungsmoglichkeit zwischen dem Chip und den 
Kontaktf lichen des Tragerelements das "Tape Automated 
Bonding" (TAB) bekannt. Fxir die Kontaktierung des Chips 
mit der jeweiligen Verdrahtung, enthalten die 
Verdrahtungsmuster Kontaktf inger, die in Form einer 
sogenannten Kontaktspinne von auflen in Richtung des 
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Chipinn r n gefuhrt werden. Der Chip wird dann, z.B. 
durch Ultraschallverschweifiung, an den Enden dieser 
Kontaktf inger des Schaltkreises aufgebracht. 

Eine weitere Moglichkeit der KontaJctierung ist mittels 
"plated through holes" (PTH) moglich, wie in der UK 
Patent Anmeldung GB 2 081 974 A beschrieben. 

In der weiteren Anmeldung { Aktenzeichen: - . . , GE994016) 
wird die Verwendung der als solche bekannten C4-Technik 
zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen 
einem IC-Baustein und einem Tragerelement , das fur den 
Einbau in Chipkarten Oder andere Datentragerkarten 
vorgesehen ist, vorgestellt. Dies ermoglicht eine hohe 
Integrationen des IC-Bausteins mit einer entsprechend 
hohen Anzahl von Kontaktierungen zur Kommunikation des 
IC-Bausteins mit seiner au/ieren Umgebung. 

Nach der Kontaktierung von Chip und Tr&ger wird der Chip 
im Trager vergossen oder auf dem Trager mit einem 
Gieflharztropf en ummantelt urn Umgebungseinf liisse 
auszuschalten. Problematisch, insbesondere bei der 
Herstellung von Chips mit grofier FlSche, hat sich dabei 
jedoch die im wesentlichen konvexe Pormgestaltung der 
Gieflharzummantelung erwiesen. Insbesondere bei der 
Ummantelung grofif lachiger und damit im VerhSltnis Hohe zu 
FlSche relativ flacher Chips zwingt die nach dem 
AushSrten verbleibende konvexe und relativ undefinierte 
Tropfenform zu einer Nachbehandlung z.B. durch 
Abschleifen urn kleinere BauhShen erreichen zu kSnnen. 

Allen bekannten Methoden zur Herstellung von 
Tragerelementen fiir IC-Bausteine ist gemeinsam, dafi sie 
Chips grofler Abmessungen (Makro-Chips) nicht od r nur mit 
grofi ra Auf wand v rw nd n kSnnen. Dadurch ist die 
Herstellung von Massenartik In mit hochster 
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Speicherdichte wie Chipkarten und flexiblen Schaltkarten 
nicht moglich. 

Zusammenfassunq der Erfindunq 

Es 1st deshalb Aufgabe der Erf indung ein Verfahren zur 
Herstellung von Tragerelementmodulen mit IC-Bausteinen zu 
finden, die den Einsatz von Chips mit groften Abmessungen 
(Makro-Chips ) ermSglicht. 

Die Aufgabe der Erfindung wird gelost durch die Lehre 
entsprechend des unabhSngigen Patentanspruchs 1 . 

Das erf indungsgemafle Herstellungsverf ahrens erlaubt auch 
die Herstellung von TrSgerelementmodulen mit 
groAflachigen Chips (z.B. mit hoher Speicherdichte), wie 
sie durch den steigenden Inf ormationsbedarf mit 
wachsenden Anwendungsmoglichkeiten insbesondere der 
Chipkarten gefordert werden, durch die Moglichkeit Module 
mit kleiner und definierter BauhShe herstellen zu konnen. 

Die Verwendung des SpritzpreiJverf ahrens mit einer 
Spritzprefimasse mit vorgegebenen Eigenschaf ten ermoglicht 
durch die definierbare Fonngestaltung der Chipummantelung 
bei dem SpritzpreAvorgang, daB kleine und definierte 
BauhShen und ein geringes Bauvolumen realisiert werden 
konnen. Dabei gewahrleistet die SpritzpreAmasse einen 
Schutz des Chips vor Rissen ("Cracks") und 
Umwelteinf liissen. 

Auch lassen sich bei dem erf indungsgemMAen Verfahren 
Tragerelemente bestehend aus einem Isolator, vorzugsweise 
faserverstarkte Polymere, und einer metallischen 
Kontaktebene verwenden, wobei der Chip dann im 
wesentlichen auf dem Isolator aufsitzt und mit der 
Kontaktebene verbunden wird. 
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Die Verw ndung eines Trennmittels mit vorgegebenen 
Eigenschaften ermoglicht ein leichtes und schonendes 
Ablbsen der bei dem Spritzpreflverf ahren entstehenden 
Anspritzstrange von dem Tragerelement , insbesondere wenn 
dunne f aserverstarkte Polymere als Isolator verwendet 
werden. Das Trennmittel als solches macht damit die 
Verwendung von einfachen und kostengiinstigen 
Spritzpre/Jwerkzeugen mit einer seitlichen, auf dem 
Tragerelement gefiihrten, Anspritzung erst moglich, da 
ansonsten die Anspritzstiicke auf der 
Tragerelementoberf lache haften bleiben und bei dem 
erforderlichen AbtrennprozeJJ der Anspritzstiicke die 
Tragerelementoberf ISche beschadigt werden kann. 

Eine Kontrollmoglichkeit zur Erkennung der erfolgreich 
mit dem Trennmittel beschichteten Oberf lachenbereiche des 
Tragerelement kann durch die Verwendung von einfSrbbaren 
Trennmitteln erreicht werden, was zu einer Kontrastierung 
und damit entsprechend einfachen Erkennbarkeit der mit 
dem Trennmittel benetzten Bereiche fiihrt. 

Durch die Verwendung eines Klebers mit vorgegebenem 
Eigenschaftsprof il kann eine zuverlSssigen Verbindung 
zwischen dem Chip und dem Tragerelement erzielt werden. 

Die erf indungsgemSfle Verwendung und Kombination der 
geforderten Materialien erlaubt zudem einen moglichst 
- kurzen Prozeiizyklus und einen einfachen, schnellen und 
Skonomischen Modulherstellungsprozefl, der komplett in 
einer Linie und ohne Zwischenschritte ausgefuhrt werden 
kann. 

Beschreibunq der Zeichnunqen 

Zur naheren Erlauterung der Erfindung sind im folgenden 
Ausfiihrungsb ispiele mit Bezugnahme auf die Zeichnungen 
beschrieben. 
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Fign. 1A-1D 



zeigen ein erf indungsgemafles Verfahr n zur 
Herstellung eines TrSger lementmoduls 
bestehend aus einem Chip und einem 
Tragerelement , 



Fig. 2 



zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu 
der Darstellung aus den Fign. 1, 



Fig. 3 



zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablosung 
der Anspritzkanale an einem Beispiel. 



Detaillierte Beschreibunq der Erflndunq 
Fign. 1A-1D zeigen ein erf indungsgemafles Verfahren zur 
Herstellung eines Tragerelementmoduls bestehend aus einem 
Chip 2 und einem Tragerelement 4 durch das Aufbringen des 
Chips 2 auf das Tragerelement 4 in 

Schnittbilddarstellung. Das Tragerelement 4 besteht aus 
einer auf einen Isolator 6 plan aufgebrachten 
Kontaktebene 8, wobei der Isolator 6 vorzugsweise aus 
glasfaserverstarktem Epoxidharz Oder aus f aserverstfirktem 
Polyimid besteht. Das Tr&gerelement 4 wird in einem 
weiteren Schritt in eine sogenannte Chipkarte {Smartcard) 
eingefiigt, auf der Daten gespeichert und bearbeitet 
werden konnen. Die Kontaktebene 8 des TrSgerelements 4 
dient dann zur Kontaktierung des Chips 2 mit der 
Auflenwelt, z.B. einem Chipkartenlesegerfit, entsprechend 
den Anwendungen der Chipkarte. 

In Fig. 1A werden kreisrunde Durchbrttche 10 in den 
Isolator 6 fxir die spfitere Verdrahtung des Chips 2 
gestanzt. Anschlieliend wird auf die Unterseite des 
Isolators 6 eine elektrisch leitende Folie (z.B.: 35 um 
Kupferfolie) als die Kontaktebene 8 aufgeklebt, aus der 
dann naflchemisch die Leiterbahnen, die leitende 
Mittelzone und die nicht leit nden Streifen herausgeStzt 
werd n. Danach erfolgt die elektroch mische Beschichtung 



WO 96/04611 



PCT/EP95/02150 



- 6 - 

der leitenden Kupf rstrukturen der Kontaktebene 8 mit 
Nickel und Gold, die dann Ni/Au-Kontakte 12 bilden. 

Nun wird, wie in Fig. IB gezeigt, auf der Oberseite des 
Isolators 6 in dem Bereich ein Klebetropfen 14 
aufgebracht durch den der Chip 2 mit dem TrSgerelement 4 
mechanisch verbunden werden soil. 

Bei der Anwendung des Klebers 14 ist zu unterscheiden 
zwischen den verschiedenen elektrischen 
Kontaktierungsmoglichkeiten von Chip 2 zu dem 
Tragerelement 4, wie sie in einem sich anschlieflenden 
Verfahrensschritt ausgefuhrt werden. Liegen die 
Anschluflpunkte von Chip 2 und Tragerelement 4 einander 
gegeniiber, wie z.B. bei der TAB- Oder der C4-Technik, 
kommt einer mechanischen Stabilisierung durch die 
Verwendung des Klebers 14 eine geringere Bedeutung zu 
Oder sie kann sogar auch ent fallen, da durch die 
Kontaktierung bereits eine vielfach ausreichend feste 
mechanische Verbingung zwischen Chip 2 und Tragerelement 
4 erreicht werden kann. Es sollte jedoch sichergestellt 
werden, dafl in den Raum zwischen dem Chip 2 und der 
Oberflache des Tragerelement 4 bei eventuell sich 
anschlieflenden weiteren Prozeflschritten nicht Oder nur 
geringfiigig andere Materialien, wie etwa eine 
Verguflmasse, ungewollt eindringen kann. Dies konnte 
ansonsten zu einem Herabsetzen der mechanischen Stabiltat 
des Verbunds aus Chip 2 und Tragerelement 4 zur Folge 
haben . 

Kann durch die Kontaktierung allein keine ausreichend 
feste mechanische Verbingung zwischen Chip 2 und 
Tragerelement 4 erreicht werden, Oder soil ein mogliches 
Eindringen eines unerwunschtes Materials in den Raum 
zwischen dem Chip 2 und d r OberflSche des Tragerelement 
4 verhlndert werden, ist bei der Auswahl d s Materials 
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oder Heiflluftofen, zur Vorfixierung damit der Chip 2 
wahrend der nachf olgenden ( vollstandigen ) Aushartung in 
Position bleibt, Dem Schritt der Vorhartung des Klebers 
14 folgt die Aushartung ("final cure") in einem Of en. 

In- dem Ausf iihrungsbeispiel nach Fig. 1C wird als 
Kontaktierungsverf ahren das "wire bonding" gewahlt. Dazu 
werden die Anschluflpunkte des Chips 2, z.B. einem 
Makro-Chip mit einer FlSche von beispielsweise 27.2 mm 2 , 
iiber feine Metalldrahte 16 (z.B. Gold- oder 
Aluminiumdrahte) mit den Kontaktf ISchen des 
Tragerelements 4 verbunden. Entsprechend kann jedoch 
jedes andere insbesondere eines der eingangs erlSuterten 
Kontaktierungsverf ahren angewandt werden. 

Von der unter dem Chip 2 befindlichen diinnen Klebeschicht 
14 muB verlangt werden, daft bei den nachf olgenden 
Prozeflschritten, die unter anderem eine Verkapselung des 
Chips 2 durch Spritzpressen beinhalten, der Kleber 14 
keine Erweichung mehr zeigt. Ansonsten kann wahrend des 
bei 180°C ablaufenden Spritzpressens der Chip 2 
verschoben werden und dabei die Kontaktierungen des Chips 
2 mit dem Tragerelement 4, z.B. vorher gebondete 
Al-Drahte, abrei/Jen. Auflerdem mufl die Klebeschicht 14 
blasenfrei der Raum zwischen Chip 2 und Tragerelement 4 
homogen gefullt sein, da bei der Spritzprefltemperatur von 
180°C die Luft in den in der Klebeschicht 14 
moglicherweise eingeschlossenen Blasen zu einer 
Druckerhohung fiihrt und somit der Chip 2 entweder 
abgesprengt oder brichen kann. 

Desweiteren darf der Kleber 14 wahrend der Aushartung 
keine fluchtigen Bestandteile (z.B. niedermolekulare 
Substanzen) freisetzen, da diese ebenfalls auf die 
Zuverlassigk it der Verbindung zwisch n Chip 2 und 
Trag relement 4 riickwirken konnen. Letztendlich mufl aber 
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die Klebeschicht 14 nach der Aushartung einen gewissen 
Grad an Elastizitat haben, da das Tragerelement 4 mit den 
verkl bten Chips 2 im Modulherstellungsproz ft m hrfach 
Biegebeanspruchungen ausgesetzt werden kann (z.B. bei der 
Verarbeitung als Endlosfilm in aufgerollter Form/ wie in 
Fig. 2 zu sehen) . 

Bei Verwendung von Klebern rait Fullstoffen (z.B. 
Keramikpartikeln) kann der thermische 
Ausdehnungskoef f izient des Klebers auf den 
Materialverbund aus Tragerelement 4 und Chip 2 
eingestellt und damit auf Streflausgleich hin angepaflt 
werden. Allerdings darf dann die Korngroflenverteilung der 
Fullstof fpartikel den Wert der maximal erlaubten 
Schichtdicke des Klebers , z.B. etwa kleiner als 150 /im, 
nicht uberschreiten, damit sich diese erf orderliche 
Schichtdicke des Klebers 14 auch erreichen laflt. 

Zum Schutz des Chips 2 gegen Bruch und Umwelteinf lusse 
wird dieser mittels eines Spritzpreftprozesses ("transfer 
moulding"), wie in Fig. ID gezeigt, verkapselt, 
vorzugsweise bei einer Temperatur von etwa 180 P C. Das 
Spritzprefimaterial 18 muR iiber die nachfolgend 
beschriebenen Eigenschaf ten verfiigen: Das 
Spritzpreflmaterial 18 mufl eine hohe Biegef estigkeit (in 
etwa grofler als 7 kp/mm 2 und vorzugsweise grofler als 13 
kp/mm 2 ) und einen niedrigen thermischen 

Ausdehnungskoef fizienten (in etwa kleiner als 50xl(T 6 °C" 1 
und vorzugsweise kleiner als 17xl0" 6 °C" X ) aufweisen, da 
dann der Materialverbund aus Tragerelement 4, Chip 2, 
Spritzpreflmasse 18 und eventuell Kleber 14 geringe 
mechanische Spannungen aufbaut. Mechanische Spannungen 
konnen sich ansonsten ungiinstig auf die Kontaktierungen, 
z.B. die Wire Bond-Anschliisse 16 auf der Oberseite des 
Chips 2, auswirken und die Zuverlassigkeit und Integrit&t 
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des Moduls in Herstellung und Gebrauch negativ 
beeinf lussen. 

Auflerdem darf das Spritzprefimaterial 18 wahrend des 
Erkaltens nur geringfiigig schrumpfen, was durch den 
Zusat2 von Fullstoffen erreicht werden kann, da ein zu 
hoher Schrumpf ebenfalls auf die Wire Bond-Anschlusse 
riickwirkt. Daruber hinaus ist eine moglichst kurze 
Aushartezeit ( vorzugsweise kleiner als eine Minute) der 
Spritzprefimasse 18 erf orderlich, urn sehr kur2e 
Prozefizeiten bei der Modulherstellung zu erreichen. 
Weiterhin mufl das Spritzpreflmaterial 18 f lammbestandig 
sein und ein gute Haftung zum Chip 2 und dem 
Tragerelement 4 aufweisen. 

Urn den Chip 2 vor Korrosion zu schutzen, darf das 
Spritzpreflmaterial 18 nur wenig Feuchte (vorzugsweise 
kieiner als 1% nach 48h Kochwasserbehandlung) aufnehmen. 
Das kann sichergestellt werden, wenn eine geeignete, 
vernetzbare Spritzpreflmasse 18 eingesetzt wird. 

Fig. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu der 
Darstellung aus Figs. 1. Bei der hier dargestellten 
Ausf tihrungsform des erf indungsgemaiten 
Herstellungsverfahrens werden die TrSgerelemente 20-34 
als Endlosfilm 36 prozessiert, der anschlieflend in 
einzelne Chip-Tragerelement-Module getrennt wird. Der 
Endlosfilm 36 besteht, entsprechend obigen ErlSuterungen 
aus dem Isolator 6, einem diinnen Epoxid-Glasgewebef ilm, 
und der metallischen Kontaktebene 8. Dabei sind in dieser 
Darstellung durch den nahezu transparenten Isolator 6 die 
Kontaktebenen der Tragerelemente 20-34 zu sehen. Der 
Endlosfilm 36 kann zwischen der Prozessierung der 
einzelnen Schritte vorzugsweise auf eine Rolle 
aufgewickelt werden und durchlauft in abgewickelter Form 
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di vorzugsweise als Fertigungslinie aufgereihten 
Prozeflschr itte • 

Bel dem Spritzpreflprozefl wie in Fig. 2 gezeigt, werden 
rait einem SpritzpreBvorgang jeweils acht Tragerel entente 
20-34 gleichzeitig verkapselt. Die Spritzpreflmasse 18 
stammt von einem PreBling und wird nach kurzem Aufheizen 
iiber einen Verteiler 38 und dem angeschlossene 
Anspritzkanale 40 an das jeweilige Tragerelement 20-34 
herangefiihrt. Die Fiihrung der Spritzpreflmasse 18 wird 
dabei durch ein hier nicht dargestelltes Werkzeug 
sichergestellt, das nach Beendigung des 

Spritzpreflvorgangs wieder entfernt wird. Dabei hartet das 
SpritzpreBmaterial 18 ebenfalls in den Anspritzkanalen 40 
aus und bleibt nach Entfernen des Werkzeugs wie in Fig 2 
dargestellt zuriick. 

Wie in Fig. 2 ebenfalls zu sehen ist, wird die 
Spritzpreiimasse 18 in etwa seitlich von den Kanalen 40 an 
das jeweilige Tragerelement 20-34 herangefiihrt . Dies 
erlaubt eine einfache und kostengunstige Gestaltung des 
SpritzpreBwerkzeuges im Vergleich zu einer Heranfiihrung 
der SpritzpreBmasse beispielweise von oben heran. 

Die gewollt gute Haftung des Spritzpreflmaterials 18 auf 
dem Tragerelement 4 wirkt sich aber dort sehr nachteilig 
aus, wo die Anspritzkanale 40 fur die Verkapselung des 
Chips 2 auf dem Tragerelement 4 verlaufen und mit diesem 
Kontakt haben, da sie nach dem Spritzpressen wieder 
entfernt werden miiflen. Die Ablosung der Anspritzkanale 40 
fuhrt zu enormen Prozefcproblemen und erschwert eine 
Verkapselung mittels der Spritzprefltechnik. 

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablosung 
der Anspritzkanale 40 an einem Beispiel. Wahrend des 
fehlerhaften Abldsens sind hier nicht nur die 
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Anspritzkanale 40 entfernt worden, sondern es haben sich 
auch gleichzeitig der untere linke und die beiden aulieren 
rechten Chipumhullungen mitabgelost . An den abgelosten 
Stellen wird nun ersichtlich, daii mit dem entfernten 
SpritzpreBmaterial 18 auch ein Teil des Isolators 6 
unerwiinschterweise mitentfernt wurde. Dies erkennt man 
deutlich an dem durch die Gewebeverstarkung entstande 
Musterung der Tragerelementoberf lachen. Die so 
beschadigten Oberflachen ermQglichen nun ein 
unerwiinschtes Eindringen von Feuchtigkeit und anderen 
Partikeln, die zu einer Korrosion und damit zum Ausfall 
der Chipfunktionen fiihren konnen. Dabei ist zu bemerken, 
daB fiir die BeeintrSchtigung der Funktionsf Shigkeit des 
Chips 2 in erster Linie nur die Beschadigungen beim Abrifi 
der Anspritzkanale 40 eine Rolle spielen, da durch eine 
entsprechende Kraftwirkung entgegen der beim Abriflvorgang 
wirkenden Krafte ein unerwiinschtes Ablosen der 
ummantelten Chips 2 leicht verhindert werden kann. 

Urn eine BeschMdigung der Oberflachen zu vermeiden, wird 
in einer Ausfiihrungsf orm der Erfindung vorgeschlagen # die 
OberflMche des Endlos films 36 bzw der Tragerelemente 20- 
34 zumindest dort # wo die Anspritzkanale 40 auf der 
Oberflache der Tragerelemente 20-34 verlaufen, mit einem 
Trennmittel zu passivieren. Solche Trennmittel miissen 
unter den Bedingungen des Spritzprefiprozesses ihre 
Trennmitteleigenschaf ten beibehalten, d.h. insbesondere 
thermisch stabil sein. Desweiteren durfen geeignete 
Trennmittel auch unter ProzeBbedingungen nicht fliichtig 
sein, urn eine unkontrollierte Verteilung auf der 
Trageroberf lache auszuschlieflen. 

Fiir eine okonomische Verwendung des Trennmittels und 
insbesondere fiir eine 'online' Anwendung, d.h. eine 
Anwendung wahrend des Herstellungsprozess s od r im 
Pr z Bv rlauf , ist s eb nso erford rlich, daB das 
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Trennmittel schnell auf der Trageroberf ISche fixiert bzw. 
vernetzt werden kann, da ansonsten unerwiinschte 
Wartezeiten Oder DiskontinuitSten wahrend des 
Prozeflablaufes auftreten konnen. 

Als Trennmittel eignen sich generell Organosilane mit 
niedriger Oberf ISchenspannung, wie z.B. 
Organof luorosilane Oder Alkyl- und Arylalkoxysilane. 
Unter diesen Organosilanen haben sich als vorteilhaft fiir 
eine erf indungsgeraaBe Verwendung erwiesen: 
Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, 
Phenyltrichlorsilan, Methyltriethoxysilan, 
Methyl trimethoxys i lan , Propy 1 tr imethoxys i lan , 
Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, 
Diphenyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, 
Dimethyldiethoxysilan, Perf luorooctyltriethoxysilan, 
Dimethyldimethoxysilan, Triphenylethoxysilan, 
Triphenylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, oder 
dergleichen. 

Die genannten Trennmittel kSnnen als solche, insbesondere 
bei einer Applikation separat vom 

Modulherstellungsprozefl, oder vorzugsweise auch in Form 
von Losungen oder Emulsionen in Konzentrationen ab etwa 
0,005 Gewichtsprozent appliziert werden. Es sollten 
mBglichst leichtf luchtige Lbsungsmittel wie Ethanol, 
Methanol, iso-Propanol, Wasser, Aceton, Methylethylketon, 
Methylenchlorid, Dioxan etc. oder Mischungen derselben, 
insbesondere mit Wasser, verwendet werden. Zur besseren 
Steuerung der Reaktivit&t der angewandten Trennmittel und 
zur Verbesserung der Stabilitat der Losungen konnen der 
Trennmittelfliissigkeit auch Katalysatoren, z.B. 
Essigs&ure oder SalzsSure, zugesetzt werden. 

Die Beschichtung des TrSgerelements 4 mit dem Trennmittel 
bzw. deren Losungen kann durch geeignete Methoden wie 



WO 96/04611 



PCT/EP95/02150 



- 14 - 

z.B. Drucken, Pinseln, Aufstr ichen oder Schr ib n mit 
einem Filzstift erfolgen und auf einfache Art und Weise 
auch automatisch angewandt werden. Die Trocknung bzw. 
Aushartung der Trennmittelschicht mufl fur das jeweils 
verwendete Trennmittel bzw. die gewShlte Verf ahrensweise 
optimiert werden. Die Appiikation und Trocknung/HSrtung 
des Trennmittels kann sowohl "off line" , das heiflt 
separat vom Modulherstellungsprozefi, als auch "in line 1 ' 
erfolgen, das heiflt wShrend des 

Modulherstellungsprozesses. Wird das Trennmittel "in 
line" appliziert, ergibt sich die Moglichkeit, die 
Trocknung/Hartung simultan mit der Aushartung des Klebers 
14 durchzufiihren. 

Zur besseren Erkennung der mit dem Trennmittel 
beschichteten Oberf ISchenbereiche kann der 
Trennmittellosung Oder -emulsion ein thermisch 
ausreichend stabiler Farbstoff in geeigneter 
Konzentration zugesetzt werden. Dafvir eignet sich 
beispielsweise Methylenblau, das z.B. in einer 
Konzentration von 0,1 bis 3,0 Gewichtsprozent oder 
vorzugsweise 0,5 bis 1,5 Gewichtsprozent verwandt werden 
kann. 

Im folgenden ist ein erf indungsgemailes 
Ausfuhrungsbeispiel ffir die Herstellung eines Moduls 
bestehend aus dem Tragerelement 4 mit dem Chip 2 gegeben. 
Das Verfahren kann sowohl fur ein einzelnes Tragerelement 
4 oder fur eine Vielzahl von TrSgerelementen 20-34 auf 
dem EndlostrSger 36 angewandt werden und beinhaltet die 
Schritte: 

1.) Herstellung des diinnen Tragerelements als einzelnes 
Tragerelement 4 oder als Tragerelemente 20-34 auf 
Endlosfilm 36, bestehend aus f aserverstarktem 
Polymermaterial (z.B.: Epoxidharz, Polyimid, 
Polycyanatest r, BT Harz) versehen mit einer 
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Cu/Ni/Au - Kontaktebene 8 auf der Unterseite und 
metallischen Kontaktf ISchen 12 an der Ob rflache. 

2 . ) Auf tragen des Trennmittels auf die Oberf lache des 

Tragerelements 4, 20*34. Der Auftrag des 
Trennmittels erfolgt mit einem handelsiiblichen und 
mit dem Trennmittel getrankten Schreiber, wie z.B. 
einem Filzstift, auf die Oberf lachenbereiche oder 
Teile davon, auf denen spatter die Anspritzstrange 
fur die Verkapselung des Chips 2 verlaufen. Als 
Trennmittel wird eine 5%-ige LSsung von 
Phenyltrimethoxysilan in einer Ethanol/Wasser 
Mischung (95/5) verwendet. 

Zur besseren Erkennung der behandelten 
Oberf lachenbereiche wird der Losung als Farbstoff 
Methylenblau zu 1% zugesetzt. Die Trocknung/Hartung 
des Trennmittels erfolgt bei den unter 3.) 
beschriebenen Parametern. 

3. ) Verkleben des Chips 2 mit einem Epoxidkleber , kurzes 

Inf rarot-Vorharten zur Fixierung und etwa 1 Minute 
Ausharten im Of en bei einer Temperatur von 180°C. 

4. ) Kontaktierung des Chips 2 mit der AuBenverdrahtung 

unter Verwendung von 32 jjm dicken Aluminium-Drahten 
16 anhand der "wire bond"-Technik. 

5 • ) Verkapseln des Chips 2 mit einem Spritzpreflverf ahren 
unter Verwendung der SpritzpreAmasse 18. 

6.) Entfernen der Anspritzkanale 40. 



[7.) Ausstanzen der Tragerelemente 20-34 aus dem 
Endlostrager 36.] 
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8.) Einbau in die Chipkarte. 
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ANSPRttCHE 

1. Verfahren zur Herstellung eines Moduls bestehend aus 
einem Tragerelement (4) und mindestens einem IC- 
Baustein (2) zum Einbau in Chipkarten Oder andere 

Da tentrSgerkarten , mi t : 

einem ersten Schritt des Aufbringens des mindestens 
einen IC-Bausteins (2) auf das TrSgerelement (4); 

einem zweiten Schritt des Kontaktierens des 
mindestens einen IC-Bausteins (2) mit dem 
Tragerelement ( 4 ) ; 

gekennzeichnet durch 

einen dritten Schritt des Spritzpressens einer 
Spritzpressmasse (18) zur Ummantellung des IC- 
Baustein ( 2 ) . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet/ 
dafl das Tragerelement einen Isolator (6), 
vorzugsweise f aserverstfirktes Polymer, und eine 
Kontaktebene (8) aufweist, wobei der IOBaustein (2) 
im wesentlichen auf dem Isolator (6) aufsitzt und 
mit der Kontaktebene (8) verbunden wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl vor dem dritten Schritt ein 
Schritt des Passivierens des Trfigerelements (4) an 
den Stellen, an denen eine Haftung der 
Spritzpressmasse (18) mit dem TrSgerelement (4) 
nicht gewiinscht 1st, ausgefiihrt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet/ 
dafl das Passivi ren des TrSger lem nts (4) mit einem 
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Trennmittel ausgefiihrt wird, das Organosilane mit 
niedriger Oberf 12chenspannung, insbesondere 
Organofluorosilane Oder Alkyl- und Arylalkoxysilane, 
Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, 
Phenyltrichlorsilan, Methyltriethoxysilan, 
Methyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysilan, 
Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, 
Diphenyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, 
Dimethyldiethoxysilan, Perf luorooctyltriethoxysilan, 
Dimethyldimethoxys ilan , Tr ipheny lethoxys i lan , 
Triphenylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, Oder 
dergleichen aufweist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , 
daft das Trennmittel als solches Oder in Form von 
Losungen Oder Emulsionen in Konzentrationen ab etwa 
0,005 Gewichtsprozent appliziert wird, wobei 
leichtf liichtige LSsungsmittel wie vorzugsweise 
Ethanol , Methanol , iso-Propanol , Wasser , Aceton , 
Methylethylketon, Methyl enchlorid, Dioxan etc. oder 
Mischungen derselben, insbesondere mit Wasser, 
verwendet werden, 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da/5 die Spritzpressmasse 
(18) eine hohe Biegef estigkeit (in etwa grofler als 7 
kp/mm 2 und vorzugsweise groJier als 13 kp/mm 2 ) , einen 
niedrigen thermischen Ausdehnungskoef £ izienten (in 
etwa kleiner als 50xl0" 6 °C _1 und vorzugsweise 
kleiner als 17xl0~ 6 °C' X ) , eine moglichst kurze 
Aushartezeit (vorzugsweise kleiner als eine Minute), 
FlammbestSndigkeit und eine gute Haftung zu dem IC- 
Baustein (2) und dem Tragerelement (4) aufweist, 
wahrend des Erkaltens nur geringfiigig schrumpft und 
nur wenig Feuchte (vorzugsweise kleiner als 1% nach 
48h Kochwasserb handlung) aufnimmt. 
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7. Verfahren nach einem der vorsteh nden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl vor dem dritten Schritt 
ein Schritt zur Erhohung der Haftung des mindestens 
einen IC-Bausteins (2) auf dem Tragerelement (4) 
und/oder der mechanischen Stabilisierung des 
Material verbunds, mindestens bestehend aus dem IC- 
Baustein (2) und dem Tragerelement (4), vorgesehen 
ist . 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dan die Erhohung der Haftung des mindestens einen 
IC-Bausteins (2) auf dem Tragerelement (4) und/oder 
der mechanischen Stabilisierung des Materialverbunds 
durch ein Haftmittel (14) bewerkstelligt wird. 

9- Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
da/5 das Haftmittel (14) bei den nachf olgenden 
Prozeflschritten keine Erweichung mehr zeigt, 
blasenfrei ist, wahrend der Aushartung keine 
fluchtigen Bestandteile (z.B. niedermolekulare 
Substanzen) freisetzt und nach der AushSrtung einen 
gewissen Grad an ElastizitSt habt. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
dafi dem Haftmittel (14) Fullstoffe, vorzugsweise 
Keramikpartikel, zugesetzt werden zur Einstellung 
des thermischen Ausdehnungskoef iizienten des 
Haftmittels (14) auf den Materialverbund aus 
Tragerelement (4) und IC-Baustein (2). 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Tragerelemente (20- 
34) auf einem Endlosfilm (36) aufgebracht sind und 
nach Beendigung des Verfahrens in einzelne 
Tragerelement (4) zerlegt werden. 
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68910385 


09-12-93 


DE-T- 


68910385 


19-05-94 


ES-T- 


2047691 


01-03-94 


JP-A- 


2064889 


05-03-90 


US-A- 


5005282 


09-04-91 



EP-A-585949 


09-03-94 


DE-C- 
DE-A- 
DE-U- 


4229639 
4229640 
9218076 


09- 12-93 

10- 03-94 
21-10-93 


OE-A-4217604 


03-12-92 


JP-A- 
JP-A- 


4351666 
5043700 


07-12-92 
23-02-93 


EP-A-590780 


06-04-94 


CA-A- 
JP-A- 


2104487 
6177185 


01-03-94 
24-06-94 




FonnbUti PCT/1W210 (Aojuaj PUMttanUtaMJoll iff!) 



DOCKET NO: MMlflit W 

SERIAL NO: __ — 

APPLICANT: & & oll(r &LeJL - 
LERNER AND GREENBERG P.A. 

RO. BOX 2480 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL (954) 925-1100 



